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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成24年1月19日(2012.1.19)

【公開番号】特開2010-153802(P2010-153802A)
【公開日】平成22年7月8日(2010.7.8)
【年通号数】公開・登録公報2010-027
【出願番号】特願2009-251725(P2009-251725)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/20     (2006.01)
   Ｃ０１Ｇ  15/00     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１８Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１８Ａ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６２７Ｇ
   Ｈ０１Ｌ  21/20    　　　　
   Ｃ０１Ｇ  15/00    　　　Ｄ
   Ｃ２３Ｃ  14/08    　　　Ｋ

【手続補正書】
【提出日】平成23年11月28日(2011.11.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スパッタリング法を用いて、基板上に非晶質構造を有するＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化
物半導体層を形成し、
　前記酸化物半導体層に熱処理を施すことで、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＞０）で表
される非晶質構造中に、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＝１）で表される結晶粒を含む酸
化物半導体層を形成し、
　前記結晶粒を含む酸化物半導体層をトランジスタのチャネル形成領域として用いること
を特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　スパッタリング法を用いて、基板上に非晶質構造を有するＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化
物半導体層を形成し、
　前記酸化物半導体層に熱処理を施すことで、非晶質構造中に、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）

ｍ（ｍ＝１）で表される結晶粒を含む酸化物半導体層を形成し、
　前記結晶粒を含む酸化物半導体層をトランジスタのチャネル形成領域として用いること
を特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　スパッタリング法を用いて、基板上に非晶質構造を有するＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化
物半導体層を形成し、
　前記酸化物半導体層に熱処理を施すことで、非晶質構造中に、ＩｎＧａＺｎＯ４で表さ
れる結晶粒を含む酸化物半導体層を形成し、
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　前記結晶粒を含む酸化物半導体層をトランジスタのチャネル形成領域として用いること
を特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項４】
　スパッタリング法を用いて、基板上に非晶質構造を有するＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化
物半導体層を形成し、
　前記酸化物半導体層に熱処理を施すことで、非晶質構造中に、結晶粒を含む酸化物半導
体層を形成し、
　前記結晶粒を含む酸化物半導体層をトランジスタのチャネル形成領域として用いること
を特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項５】
　スパッタリング法を用いて、基板上に非晶質構造を有するＩｎとＧａとＺｎとを含む酸
化物半導体層を形成し、
　前記酸化物半導体層に熱処理を施すことで、非晶質構造中に、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）

ｍ（ｍ＝１）で表される結晶粒を含む酸化物半導体層を形成し、
　前記結晶粒を含む酸化物半導体層をトランジスタのチャネル形成領域として用いること
を特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項６】
　スパッタリング法を用いて、基板上に非晶質構造を有するＩｎとＧａとＺｎとを含む酸
化物半導体層を形成し、
　前記酸化物半導体層に熱処理を施すことで、非晶質構造中に、ＩｎＧａＺｎＯ４で表さ
れる結晶粒を含む酸化物半導体層を形成し、
　前記結晶粒を含む酸化物半導体層をトランジスタのチャネル形成領域として用いること
を特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項７】
　スパッタリング法を用いて、基板上に非晶質構造を有するＩｎとＧａとＺｎとを含む酸
化物半導体層を形成し、
　前記酸化物半導体層に熱処理を施すことで、非晶質構造中に、結晶粒を含む酸化物半導
体層を形成し、
　前記結晶粒を含む酸化物半導体層をトランジスタのチャネル形成領域として用いること
を特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか一において、
　前記酸化物半導体層における前記非晶質構造の割合は９０体積％以下であることを特徴
とする半導体装置の作製方法。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか一において、
　前記チャネル形成領域に対して酸素ラジカル処理を行うことを特徴とする半導体装置の
作製方法。
【請求項１０】
　請求項９において、
　前記酸素ラジカル処理は、Ｏ２、Ｎ２Ｏ、酸素を含むＮ２、Ｈｅ、又はＡｒを含む雰囲
気下で行うことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１１】
　請求項８又は請求項１０において、
　前記酸素ラジカル処理は、前記基板にバイアス電圧を印加せずに行うことを特徴とする
半導体装置の作製方法。
【請求項１２】
　請求項１乃至請求項１１のいずれか一において、
　前記酸化物半導体層中のＺｎの含有量（原子％）が、Ｉｎの含有量（原子％）未満かつ
Ｇａの含有量（原子％）未満となるように形成されることを特徴とする半導体装置の作製
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方法。
【請求項１３】
　請求項１乃至請求項１２のいずれか一において、
　前記酸化物半導体層は、Ｚｎの含有量（原子％）がＩｎの含有量（原子％）以下かつＧ
ａの含有量（原子％）以下のターゲットを用いて、前記スパッタリング法により形成され
ることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１４】
　請求項１乃至請求項１３のいずれか一において、
　前記熱処理は、３５０℃以上の温度で行われることを特徴とする半導体装置の作製方法
。
【請求項１５】
　請求項１乃至請求項１４のいずれか一において、
　前記熱処理は、窒素を含む雰囲気で行うことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１６】
　Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体層をトランジスタのチャネル形成領域に用いた半
導体装置であって、
　前記酸化物半導体層は、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＞０）で表される非晶質構造中
に、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＝１）で表される結晶粒を含む構造を有することを特
徴とする半導体装置。
【請求項１７】
　Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体層をトランジスタのチャネル形成領域に用いた半
導体装置であって、
　前記酸化物半導体層は、非晶質構造中に、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＝１）で表さ
れる結晶粒を含む構造を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項１８】
　Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体層をトランジスタのチャネル形成領域に用いた半
導体装置であって、
　前記酸化物半導体層は、非晶質構造中に、ＩｎＧａＺｎＯ４で表される結晶粒を含む構
造を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項１９】
　Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体層をトランジスタのチャネル形成領域に用いた半
導体装置であって、
　前記酸化物半導体層は、非晶質構造中に、結晶粒を含む構造を有することを特徴とする
半導体装置。
【請求項２０】
　ＩｎとＧａとＺｎとを含む酸化物半導体層をトランジスタのチャネル形成領域に用いた
半導体装置であって、
　前記酸化物半導体層は、非晶質構造中に、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＝１）で表さ
れる結晶粒を含む構造を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項２１】
　ＩｎとＧａとＺｎとを含む酸化物半導体層をトランジスタのチャネル形成領域に用いた
半導体装置であって、
　前記酸化物半導体層は、非晶質構造中に、ＩｎＧａＯＺｎ４で表される結晶粒を含む構
造を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項２２】
　ＩｎとＧａとＺｎとを含む酸化物半導体層をトランジスタのチャネル形成領域に用いた
半導体装置であって、
　前記酸化物半導体層は、非晶質構造中に、結晶粒を含む構造を有することを特徴とする
半導体装置。
【請求項２３】
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　請求項１６乃至請求項２２のいずれか一において、
　前記酸化物半導体層における前記非晶質構造の割合は９０体積％以下であることを特徴
とする半導体装置。
【請求項２４】
　請求項１６乃至請求項２３のいずれか一において、
　前記酸化物半導体層中のＺｎの含有量（原子％）を、Ｉｎの含有量（原子％）未満かつ
Ｇａの含有量（原子％）未満としたことを特徴とする半導体装置。
【請求項２５】
　請求項１６乃至請求項２４のいずれか一において、
　前記酸化物半導体層は、Ｚｎの含有量（原子％）がＩｎの含有量（原子％）以下かつＧ
ａの含有量（原子％）以下のターゲットを用いたスパッタリング法により形成されたもの
であることを特徴とする半導体装置。
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